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(57) Abstract

The description relates to a measuring converter at high-voltage potential is provided for a high voltage switchboard plant
whose measurement signals are taken from high-voltage to earth potential, the measuring converter being inside the contour of
the conductor (11). Inside the hollow conductor (11) there is a transmission circuit which converts the electric measurement sig-
nals into light signals which are taken to earth potential via light-guides (27). :

(57) Zusammenfassung

Ein auf Hochspannungspotential befindlicher MeBwandler ist fiir eine Hochspannungsschaltanlage vorgesehen, dessen
MeBsignale vom Hochspannungspotential auf Erdpotential gefiihrt sind, wobei der MeRwandler sich innerhalb der Kontur des
Leiters (11) befindet. Innerhalb des hohl ausgebildeten Leiters (11) ist eine Ubertragungsschaltungsanordnung vorgesehen, die
die elektrischen MeBsignale in Lichtsignale umwandelt, die iiber Lichtleiter (27) auf Erdpotential gefiihrt sind.
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Auf Hochsgannunqspotential befindlicher MefBwandler

Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen auf Hochspannungspotential befind-
lichen auf Hochspannungspotential befindlichen MeBwandler nach

dem Oberbegriff des Anspruches 1.

Mefwandler der eingangs genannten Art dienen zur Erfas-sung der
Spannung und/oder des Stromes in einer Hochspan-
nungsschaltanlage, z. B. in einer gas- oder fliissig-
keitsisolierten oder Freiluft-Hochspannungsschaltanlage.

sur Erfassung der Spannung in gas- oder fliissigkeitsisolierten
Schaltanlagen werden in ganz iiblicher Weise kapazitive Span-
nungsmeBeinrichtungen vorgesehen, die als kapazitive Spannungs-
teiler ausgebildet sind und - im Prinzip - aus einem zwischen
dem Innenleiter und einem in geringem Abstand zur Innenflédche
des AuBenleiters (Metallkapselung) und isoliert davon angeordne-
ten MeBbelag befindlichen Oberspannungskondensator und einem
Unterspannungskondensator bestehen, welch letzterer zwischen dem
MeBbelag und dem AuBenleiter gebildet ist. Die Span-nungsmef-

werte werden am Unterspannungskondensator aufge-nommen.

Aus der DE-0S 25 46 694 ist ein MeBsendegerdt fiir Hoch-span-
nungsleitungen bekannt geworden, welches auf Be-triebspotential,
d. h. Hochspannungspotential, befindli-che MeBwertaufnehmer fiir
elektrische GroBen der Hochspan-nungsleitung aufweist. Die Aus-
gangssignale der Mefwert-aufnehmer werden einem Umwandlungs-Di-
gitalisierungsteil, der sich auf Betriebspotential befindet, zu-
gefiihrt und als digitale Signale beispielsweise durch eine Sen-
deein-richtung auf Erdpotential ibertragen. Wie der MeBwertauf-
nehmer ausgebildet ist, ist aus der DE-0S 25 46 694 nicht zu er-

sehen.



WO 92/13278 PCT/EP92/00114

BEI DER EINREICHUNG
NICHT HINTERLEGT



WO 92/13278 PCT/EP92/00114
3
tragen werden; zu diesem Zweck ist bei metallgekapselten Anlagen
im Innenleiter und im AuBenleiter je eine radiale Bohrung vorzu-

sehen. Die Bohrung im AuBenleiter ist mittels eines transparen-

ten Fensters zu verschlieflen.

Zwar ist, wie eingangs erwdhnt, aus der DE-0S 37 12 190 eine auf
Hochspannungspotential befindliche MeBanordnung, deren Mefsi-
gnale als Lichtsignale zum Erdpotential iiber-tragen werden, be-
kannt. Von Bedeutung ist aber, daB die Energieversorgung einer-
seits und die Herausfiihrung der in Lichtsignale umgewandelten
Mefisignale insbesondere in metallgekapselten Anlagen anders aus-
gestaltet sind.

ErfindungsgemdB wird also eine Mefwandlereinheit gebil-det, die
in bestehende Anlagen nachgeriistet werden kann. Dadurch, daB die
MefBelektrode einen AuBendurchmesser auf-weist, der dem Auflen-
durchmesser des Innenleiters gleicht, &ndert sich die dielektri-
sche Durchschlagsfestigkeit zwi-schen dem Innenleiter im Bereich
der Meflelektrode und dem Auflienleiter nicht, wenn die Einheit in
einer metallgekapselten Hochspannungsanlage untergebracht ist.

Zwar ist aus dem JP-Abstract 58-124 960 eine MefBanordnung be-
kannt geworden, die in einem halbkreisf&rmigen Aus-schnitt im
Innenleiter angeordnet ist. Der Sensor ist ein Fotoelement, mit
dem das elektrische Feld im Inneren der Vertiefung detektiert
wird. Bei dieser Ausgestaltung kommt es darauf an, den Aus-
schnitt so auszubilden und an-zuordnen, daB dort, wo sich der
Sensor befindet, die grdfBte Konzentration des Stromes vorhanden
ist. Dies er-folgt bei der Anordnung nach dem JP-Abstract da-
durch, daB3 der Ausschnitt, in dem sich der Sensor befindet, auf
der gegeniiberliegenden Seite des Innenleiters von zwei weite-ren
Ausschnitten flankiert wird, wodurch ein omega-fdrmi-ger oder
meander-férmiger Strompfadverlauf erzeugt wird. Dariiberhinaus
ist ersichtlich, daB die Ausschnitte so tief eingefiigt werden,
daB die B&den der Ausschnitte auf der Mittelachse des Innenlei-

ters liegen.
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In besonders vorteilhafter Ausgestaltung werden gemdB Anspruch 2
die Lichtleiter spiral- oder mianderférmig durch den scheiben-
formigen Stiitzisolator nach auBen auf Erdpotential gefiihrt.
Hierdurch wird erreicht, daB evtl. zwischen dem Stiitzisolator
und den Lichtleitern entstehende Kriechstrecken fiir mogliche

Entladungen méglichst lang sind.

gwar ist es aus den oben erwahnten Druckschriften

DE-OS 37 12 190 bzw. JP-Abstract 58-124 960 bekannt ge-worden,
die MeBsignale als Lichtsignale zum Erdpotential zu ilibertragen;
wie die Lichtleiter mechanisch in Stiitz-isolatoren gefiihrt sind,
ist in beiden Druckschriften nicht dargestellt.

Auch ist:aus der DE-0S 32 07 306 bekannt geworden, wie Lichtlei-
ter von Hoch- auf Niederspannungspotential ge-fiihrt werden kon-
nen. Allerdings handelt es sich bei dem bekannten Isolator nicht
um einen innerhalb einer gasiso-lierten, metallgekapselten An-
lage befindlichen scheiben-férmigen Stiitzisolator, sondern um
einen Porzellanisola-tor mit Tellern zur Verlédngerung der
Kriechstrecken. Au-Berdem befinden sich die Lichtleiter auf der

AuBenfliche und sie verlaufen wendelfdrmig, nicht aber spiral-

férmig.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung ist dem Anspruch 4 zu
entnehmen, der angibt, wie die MeBelektrode in der Vertiefung

gehaltert ist.

Dadurch, daB der sog. MeBbelag des MeBkondensators inner-halb
der Vertiefung durch die diinnen Isolierstoffstege auf Distanz
gehalten wird, und daB seine Linge kleiner ist als die der Ver-
tiefung, wird erreicht, daB das Di-elektrikum des Meflkondensa-
tors im wesentlichen das glei-che Dielektrikum ist wie das in-
nerhalb der Metallkapse-lung. Dadurch sind das Ubersetzungsver-
hialtnis des kapazi-tiven Spannungsteilers und damit die MeBsi-
gnale des MeB-kondensators in erster Linie temperaturunabhdngig.

Der MeBbelag des kapazitiven MeBwandlers muB sich dabei nicht
iiber den gesamten Umfang des Hochspannungsleiters erstrecken.
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Insbesondere bei dreiphasigen gekapselten Hochspannungsanlagen
erweist es sich als zweckmdBig, den MeBbelag nur iiber einen Teil
des Umfangs auszubilden, da-mit die Spannungen der einzelnen

Leiter separat gemessen werden konnen.

Um einen sog. kombinierten Strom-Spannungswandler zu schaffen,
besitzt der Innenleiter gemdB Anspruch 5 in &hnlicher Weise eine
umlaufende zusidtzliche Vertiefung, die mittels eines an einem
Rand der Vertiefung elektrisch leitend anschlieBenden und in Ab-
stand zum anderen Rand endenden Zylinders abgedeckt ist; im In-
nenraum zwischen dem Boden der Vertiefung und der Innenwand des
Zylinders ist in bevorzugter Weise eine Spule angeordnet, deren
Si-gnale der Ubertragungsschaltungsanordnung zufithrbdr sind.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung ist den kenn-zeichnen-
den Merkmalen des Anspruches 6 zu entnehmen. Da-nach wird zur
Spannungsversorgung der Ubertragungsschal-tungsanordnung eben-
falls innerhalb der AuBenfldche des Leiters eine Kondensatoran-
ordnung vorgesehen, die dadurch gebildet ist, daB der Leiter
eine umlaufende Vertiefung aufweist, in der in Abstand zum Boden
der Ver-tiefung eine Elektrode isoliert angeordnet ist. Der
AuBendurchmesser der Eiektrode entspricht dem AuBendurchmesser
des Leiters. Diese Ausgestaltung gleicht somit der MeBanordnung,
bis auf die Tatsache, daB zur Spannungsversorgung ggf. eine an-
dere Bemessung erforderlich wird.

Die vom MeBwandler aufgenommene Spannung oder der vom Mefwandler
aufgenommene Strom ist an sich ein Analogsi-gnal, und demgem&S
ist in zweckmdBiger Weise die Schal-tungsanordnung als Ana-
log/Digital-Wandler mit einem Lichtsender ausgebildet, der das
analoge MeBsignal in ein digitales Lichtsignal umwandelt, wel-
ches mittels der Lichtleiter zu einer auBerhalb der Kapselung
befindlichen Auswerteeinheit {ibertragen wird.

Die MeBwerte kdnnen zusdtzlich in analoger Form mit einer weite-
ren Lichtleiterstrecke in den AufBenraum zur Auswer-teeinheit

iibertragen werden, um den Phasenwinkel genau erfassen zu konnen.
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pie ilibertragungsschaltungsanordnung oder kurz die Mefelektronik

befindet sich innerhalb des Innenleiters und damit auf hohem Po-
tential. Aus technischen Griinden, beispielsweise bei hohen Last-
strémen oder Sonneneinstrahlung, kann die Temperatur des Innen-
leiters 80° C annehmen. Auch kdnnen Temperaturanstiege bis 130°
C nicht ausgeschlossen werden. Die sichere Funktion der als
Mikroelektronik ausgebildeten {ibertragungsschaltungsanordnung
sowie die zugehdrige Optoelektronik, nit der die Daten in Licht-
signale umgewandelt werden, ist nur bis zu Grenzwerten der Ein-

satztemperatur, die bei 75° C und in speziellen Fdllen bei 125°

C liegen, gewdhrleistet.

Zur Kilhlung kann bzw. kdnnen nach den kennzeichnenden -Merkmalen
des Patentanspruches 8 die gesamte Mefanordnung, d. h. die Uber-
tragungsschaltungsanordnungen auf ggf. je ein als Kiihler dienen-
des Peltier-Eleément aufmontiert sein, welches ggf. durch einen

entsprechenden Stromwandler mit Strom versorgt wird.

Zu dem Stichwort "Peltier-Element" wird auf Meyers-Lexikon der
Technik und der exakten Naturwissenschaften, 3. Band, 1970, Bi-
bliographisches Institut, Mannheim/Wien/-Ziirich, verwiesen.

Wie oben angedeutet ist die Erfindung anwendbar bei allen Arten
von Anlagen, bei denen in auf Hochspannungspotential befindli-
chen Leitern fliefende Stréme und Spannungen gemessen werden
sollen. Diese Anlagen kénnen Freiluftanlagen oder metallgekap-
selte, gas- oder fliissigkeitsisolierte Schaltanlagen sein.

Anhand der Zeichnung, in der einige Ausfithrungsbeispiel der Er-
findung dargestellt sind, sollen die Erfindung sowie weitere
vorteilhafte Ausgestaltungen und Verbesserungen der Erfindung

niher erliutert und beschrieben werden.

Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines kapazitiven
MeBwandlers innerhalb einer Hoch-

spannungsschaltanlage,



WO 92/13278 PCT/EP92/00114

Figur 2 eine schematische Darstellung eines Stromwandlers,
dhnlich der Darstellung nach Figur 1,

Figur 3 einen aus einem Strom- und einem Spannungswandler
gemdB den Figuren 1 und 2 bestehender Kombiwand-

ler, ebenfalls in schematischer Darstellung, und

Figur 4 den MeBwandler nach Figur 1 mit einem Peltier-Ele-

ment zur Kiihlung.
Gleiche Teile in den Figuren besitzen gleiche Bezugsziffern.

Eine metallgekapselte, gasisolierte Hochspannungsschaltanlage,
wie sie in Figur 1 dargestellt ist, besitzt eine auf Erdpoten-
tial befindliche Aufienkapselung 10, in der konzentrisch ein hoh-
ler, auf Hochspannungspotential befindlicher Innenleiter 11 an-
geordnet ist. Die Auflenkapselung 10 ist aus zwei Kapselungstei-
len 12, 13 zusammengesetzt, an deren Stirnenden je ein Flansch
14 bzw. 15 vorgesehen ist, zwischen denen ein scheibenfdrmiger
Stiitzisolator 16 fiir den Innenleiter 11 eingespannt ist. Anstatt
eines Innenleiters 11 kénnen selbstverstdndlich bei mehrphasig
gekapselten Schaltanlagen auch eine der Anzahl der Phasen ent-
sprechende Anzahl von Innenleitern vorgesehen werden.

Der Leiter 11 besitzt eine‘erste umlaufende Vertiefung 17, auf
deren Boden Isolierstege 18 und 19 angeordnet sind, mittels
denen ein Mefbelag oder eine MefBelektrode 20 gegeniiber dem Lei-
ter 11 isoliert abgestiitzt ist. Zwischen dem MeBbelag 20 und dem
Boden der Vertiefung 17 ist somit ein MeBkondensator 21 gebil-
det; mit der zwischen dem Meflbelag 20 und dem Kapselungsteil 12
befindlichen Kapazitdt 22 bildet der MeBkondensator oder Kapazi-

tdt 21 einen kapazitiven Spannungsteiler.

An dem Meflbelag 20 einerseits und an der Innenfldche des hohlen
Leiters 11 sind Anschluflileitungen 23 und 24 angeschlossen, die
zu einer im Inneren des Leiters 11 angeordneten Schaltungsanord-
nung 25 einer Ubertragungsschaltungsanordnung fiihren, in der die
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durch die Leiter 23 und 24 zu der Schaltungsanordnung 25 ge-
filhrten analogen Mefsignale des Mefkondensators 21 in digitale
Signale umgewandelt werden. Demgemdf handelt es sich beil der
Schaltungsanordnung 25 um einen Analog/Digital-Wandler. An dem
Analog/Digital-Wandler 25 befindet sich ein Lichtsender 26 der
fibertragungsschaltungsanordnung, der die digitalen Signale nach
Umwandlung in Lichtsignale auf eine Lichtleiteranordnung 27
iibertrdgt, die - wie in Figur 1 schematisch dargestellt - spi-
ralférmig durch den Stiitzisolator 16 nach auBen herausgefiihrt
ist. Man erkennt in der Figur 1 die einzelnen Querschnitte der
Lichtleiteranordnung 27. Die Lichtleiteranordnung 27 ist mit ei-
ner Auswerteschaltung 28 verbunden, in der die Lichtsignale aus-
gewertet werden. Der Wandler 25 wird mit Spannung mittels einer
Kondensatoranordnung versorgt, die dem MeBkondensator gleicht.
Diese Kondensatoranordnung 29 besitzt eine dritte Vertiefung 30,
auf deren Boden Stege 31 und 32 aufgebracht sind, die eine Kon-
densatorelektrode 33 halter, wodurch ein Versorgungskondensator
34 dieser zweiten Kondensatoranordnung gebildet wird. Die zwi-
schen der Elektrode 33 und dem Kapselungsteil 10 befindliche Ka-
pazitdt besitzt die Bezugsziffer 35. Die Elektrode 33 einerseits
und der Innenleiter 11 andererseits sind mittels elektrischer
Leitungen 36 und 37 mit dem Wandler 25 verbunden.

Die Figur 2 zeigt eine andere Ausgestaltung eines Mefwandlers.

Innerhalb des Innenleiters 11 ist eine weitere Vertiefung 40
eingebracht, die von einem Rand 41 der Vertiefung in Richtung
der AuBenfliche vorspringenden Abdeckzylinder 42 bis auf einen
Spalt 43 abgedeckt ist. In dem durch den Zylinder 42 und den Bo-
den der Vertiefung 40 befindlichen Innenraum 44 ist eine Spule
45 untergebracht, die beispielsweise als Rogowskispule ausgebil-
det ist und deren MeBsignale dem Wandler 25 zugefiihrt werden.
Die Spannungsversorgung fiir den Wandler 25 erfolgt durch den
Kondensator 34 des kapazitiven Spannungsteilers 34, 35, der so
aufgebaut ist wie der zur Spannungsversorgung des MefBwandlers
21/22 verwendete Spannungsteiler und daher die gleichen Bezugs-
ziffern besitzt. Die iibrige konstruktive Ausgestaltung der An-
ordnung nach Figur 2 entspricht der Anordnung nach Figur 1.
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Die Figur 3 zeigt eine Kombination der beiden Mefiwandler nach

den Figuren 1 und 2.

Diese Kombination besitzt den MeBwandler 50, der dem in der Fi-
gur 2 dargestellten Stromwandler entspricht, sowie den Mefiwand-
ler 51, der dem kapazitiven Mefwandler gemdB Figur 1 entspricht.
Zur Stromversorgung der beiden Schaltungsanordnungen (Wandler)
52 und 53, die den Schaltungsanordnungen 25 entsprechen, ist die
Versorgungskapazitdt 29 vorgesehen, die so zu bemessen ist, daf
sie die beiden Wandler 52 und 53 gleichmdBig mit Spannung ver-
sorgen kann. Sowohl der Wandler 52 mit dem Lichtsender 54 als
auch der Wandler 53 mit dem Lichtsender 55 geben ihre .Lichtsi-
gnale auf die beiden Lichtleiter 56 und 57 ab, die dem Lichtlei-
ter 27 der Figur 1 bzw. 2 entsprechen. Beide Lichtleiter 56 und
57 verlaufen spiralférmig durch den Stiitzisolator 16 zu einer
Auswerteeinheit 58, die der Auswerteschaltung 28 in angepafiter
Form entspricht.

Es besteht natiirlich auch die Mdglichkeit, daf die Span-
nungsversorgung fiir die Wandler 25 und die Lichtsender 26 von
den Mefwandlern selbst und nicht mittels einer zusdtzlichen Ver-
sorgungskapazitdt bereitgestellt wird.

Nicht dargestellt ist ein jeweils zusdtzlicher Lichtleiter, der
dem kapazitiven Mefiwandler 21 und dem induktiven MeBwandler 45
zugeordnet ist und der die von dem jeweiligen Mefwandler erzeug-
ten Signale in analoger Form der Auswerteschaltung zufiihrt.
Diese zusdtzlichen Lichtleiteranordnungen wiirden ebenso spiral-
férmig durch den Stiitzisolator 26 hindurchgefiihrt; mit diesen
analogen Signalen, die zur zu messenden Gréfe in gleicher Phase

liegen, kann der Phasenwinkel genau erfaBit werden.

Die Erfindung ist anwendbar bei gas- oder fliissigkeitsisolierten
metallgekapselten Hochspannungsschaltanlagen sowie bei Freiluft-
anlagen und sie besitzt insgesamt einen vergleichsweise geringen

Raumbedarf und ist auBerdem mit geringem Aufwand herstellbar.
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Die Figurenbeschreibung zeigt lediglich einen Einzelleiter in-
nerhalb der Metallkapselung; wenn die Hochspannungsanlage eine
mehrphasig gekapselte Anlage ist, dann kann der MeBbelag des ka-
pazitiven MeBwandlers, wie der mit der Bezugsziffer 20, nur iiber

einen Teil des Umfangs ausgebildet sein, so daB die Spannungen

der einzelnen Leiter separat gemessen werden kénnen.

Aufgrund der Ausgestaltung der Anordnung nach den Figuren 1 bis
3 befindet sich im Inneren jedes MeBwandlers bzw. jeder Versor-
gungskapazitdt das gleiche Dielektrikum wie innerhalb der AuBlen-
kapselung 10, so daB die MeBsignale in erster Ndherung tempera-

turabhdngig sind.

Bei der _Ausfiihrung nach der Figur 2 endet der Zylinder 42 in ei-
nem Abstand zu dem nichsten Rand der Vertiefung 40, wodurch der
Spalt 43 gebildet ist. Dieser ist sehr wichtig, um eine magneti-
sche Abschirmung der Spule bewirkende Kurzschlufistréme zu ver-

meiden. Der Zylinder 42 dient lediglich als Abschirmung fiir die
Spule 45, wodurch Mefverfdlschungen durch kapazitive Einstreuun-
gen vermieden werden. Die Spule 45 ist in zweckmifiger Weise als

Rogowskispule ausgebildet.

Bei den bekannten Spannungswandlern, bei denen sich die MeBka-
pazitdt auf Erdpotential oder im Bereich des Erdpotentials be-
findet, besteht die Gefahr, daf bei Versorgung durch das Netz im
Falle eines Kurzschlusses Uberschldge vom MeBgerdt zur Erde auf-
treten, weil die Kapselung transient auf Hochspannungspotential
gelegt wird. Dariiberhinaus besteht bei den bekannten Anordnungen
auch ein elektromagnetisches Vertrdglichkeits-Problem; diese
Probleme bestehen bei der erfindungsgemdBen Anordnung, sowohl
nach den Figuren 1 und 3 als auch nach der Figur 2, nicht.

Sowohl der kapazitive MeBwandler mit der Spannungsversorgung als
auch der Stromwandler mit der kapazitiven Spannungsversorgung
und dariiberhinaus auch der Kombiwandler gemdB Figur 3 konnen -
ohne weiteres als Baueinheit fabrikfertig vorbereitet und vorge-

fertigt werden.

-,

A
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DaB die Versorgung der Wandler 25 bzw. 52 und 53 als Spannungs-
versorgung ausgebildet ist, hat den Grund, daf3 Spannung immer
vorhanden ist bzw. die Spannung dem Strom voreilt. Dies hat den
Vorteil, daB die Versorgung der Wandler 25, 52 und 53 sowie der
zugehSrigen Lichtsender 26, 54, 55 immer sicher gestellt ist.

Die Figur 4 zeigt einen Mefiwandler mit Kiihlung.

Auf einem Absatz 60 im Inneren des Innenleiters 11 ist ein Pel-
tier-Element, das in seiner Gesamtheit mit 61 bezeichnet ist,
aufgesetzt. Das Peltier-Element 61 besitzt, wie bekannt, Leiter-
materialien unterschiedlicher elektrischer Leitfdhigkeit, wie
beispielsweise aus Meyers-Lexikon der Technik und der -exakten
Naturwissenschaften, Band 3, Seite 1916 bekannt, so daB hier
nicht ndher auf die Zusammensetzung eingegangen werden mufl.

Zur Verringerung der Betriebstemperaturen wird bzw. werden die
Ubertragungsschaltungsanordnungen mit der kalten Fliche des Pel-
tier-Elementes 61 thermisch kontaktiert.

Das Peltier-Element 61 wird mittels eines den Innenleiter 11 um-
gebenden geeignet bemessenen Stromwandlers 62 iiber Leitungen 63
und 64 mit Strom versorgt, so daB fiir die Ubertragungsschal-
tungsanordnung 25/26 ein ausreichender Kiihleffekt erzielt werden
kann. Selbstverstd@ndlich kdnnte auch die Spannungsversorgung 29
benutzt werden. Daf ein Gleichrichter vorgesehen sein mufB, ist
selbstverstédndlich und in Figur 4 nicht ndher dargestellt.
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: 12
Patentanspriiche

1. Auf Hochspannungspotential befindlicher MeBwand-ler, ins-
besondere fiir eine metallgekapselte, gasisolierte Hochspannungs-
schaltanlage, mit wenigstens einem auf Hochspannungspotential
befindlichen Leiter und ggf. einem diesen umgebenden Aufienlei-
ter, mit einer innerhalb des hohl ausgebildeten Leiters vorgese-
henen, die elektrischen MeBsignale in Lichtsignale umwandelnden
ibertragungsschaltungsanordnung, wobei die Lichtsignale von
Hochspannungspotential auf Erdpotential gefiihrt sind, dadurch

gekennzeichnet, daBl am AuBenumfang des Leiters (11) eine Ver-
tiefung (17) eingebracht ist, in der gegeniiber dem Leiter (1l1)
jsoliert eine MeBelektrode (20) vorgesehen ist, deren -Ldnge in
Langsrightung des Leiters (11) kleiner ist als die Lénge der
Vertiefung (17) und deren Aufendurchmesser gleich ist dem Auflen-
durchmesser des Leiters (11), und daB die zwischen der MeBelek-
trode (20) und dem Leiter (1l1) befindliche Kapazit#dt (21) die

Mefisignale erzeugt.

2. MeBwandler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB
die Lichtleiter (27) bei einer metallgekapselten, gas- oder
fliissigkeitsisolierten Schaltanlage mit Stiitzisolatoren zur Ab-
stiitzung des Innenleiters gegeniiber dem AuBenleiter spiral- oder
mianderférmig durch den benachbarten Stiitzisolator (16) nach au-

Ben auf Erdpotential gefiihrt sind.

3. MeBwandler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl
die MeBsignale in Form eines Lichtstrahls auf Erdpotential iiber-

tragen werden.

4. MeBwandler nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-durch ge-
kennzeichnet, daB am Boden der Vertiefung (17) Stege (18, 19)
aus Isolierstoff angebracht sind, auf de-nen die MeBelektrode

(20) aufgebracht ist.
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5. Mefiwandler nach einem dég Anspriiche 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Leiter (11) eine umlaufende weitere Ver-
tiefung (40) aufweist, die mittels eines an einem Rand der wei-
teren Vertiefung (40) elektrisch-leitend anschlieflenden und in
Abstand zum anderen Rand endenden Zylinders (42) abgedeckt ist,
dessen Wandstdrke diinn ist und dessen Aufenumfang dem Auflenum-
fang des Leiters entspricht, und daB im Innenraum zwischen dem
Boden der weiteren Vertiefung (40) und der Innenwand des Zylin-
ders (42) eine Spule (45) angeordnet ist, deren Signale der
Ubertragungsschaltungsanordnung (25, 26) zufiihrbar sind.

6. MeBwandler nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, daB innerhalb der AuBenkontur ei-ne dritte Ver-
tiefung, (30) vorgesehen ist, in der eine weitere Kondensatoran-
ordnung (31 bis 34), wie in den An-spriichen 1 bis 3 angegeben,
untergebracht ist, deren Spannungssignale zur Versorgung der
{ibertragungsschal-tungsanordnung (25, 26) dienen und dafiir be-
messen sind.

7. MeBwandler nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, daf die {Uibertragungsschaltungs-anordnung (25,
26) ein Analog/Digital-Wandler oder ein Spannungs-
/Frequenzwandler ist.

8. Mefwandler nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, daB innerhalb des hohl ausgebildeten Innenlei-
ters (11) wenigstens ein als Kiihlelement dienendes Peltier-Ele-
ment (61) vorgesehen ist, das mit der Ubertragungs-
schaltungsanordnung (25, 26) in thermisch engem Kontakt steht
und ggf. mittels eines den Innenleiter (11) umgebenden Strom-
wandlers (62) mit Strom versorgt wird.
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